RESUME
   Dans ce travail nous avons élaboré des couches minces d'oxyde de zinc non dopées et dopées à l'aluminium en utilisant la technique de pulvérisation chimique réactive "spray pyrolysis", réalisée au sein de notre laboratoire. Les produits de base sont l'acétate de zinc dihydraté  et le trichlorure d'aluminium.  L'étude des propriétés structurales, optiques et électriques est effectuée sur des échantillons préparés à des températures comprises  entre 350°C et 475°C, avec des  concentrations de dopage entre 0.5 à 15 at.% et des temps de dépôt allant  de 4min à 15min. Les spectres de diffraction aux rayons X montrent que nos couches d'oxyde de zinc sont polycristallines avec une orientation préférentielle selon l'axe (002) et des paramètres de maille a = 3.24270 A° et c = 5.19480 A° pour des films de ZnO dopés. La taille des grains augmente pour les faibles concentrations du dopant (Al/Zn = 0.5, 0.8, 1at%) et au delà de Al/Zn = 2at.% elle diminue pour atteindre la valeur de 273 A°.   Les spectres de transmission optiques, montrent que nos films d'oxyde de zinc dopés présentent une forte transmission (>90 %) dans le   visible et le proche I-R. Un programme de calcul réalisé au laboratoire nous a permis de déterminer l'épaisseur des couches, leur indice de réfraction (n)  et leur coefficient d'absorption (a ). L'indice de réfraction varie de 1.88 à 1.98 pour des longueurs d'onde 0.4?m???0.8?m. L'énergie du gap optique varie entre 3.2 et 3.95eV selon la concentration du dopage. Les mesures de résistivité électrique en utilisant la  technique des 4-pointes, montrent que la valeur optimale de la résistivité,            ? cm, est obtenue pour un temps de dépôt  t=17min, une concentration de Al/Zn = 2 at.% et une concentration de zinc de 0,4mol/L dans la solution de base. Par ailleurs, les traitements thermiques sous atmosphère d'azote et à des températures comprises entre 600°c et 700°c sur des films ZnO:Al déposés sur des substrats de silicium, augmentent la résistivité au lieu de la diminuer. Ceci nous l'attribuons à l'introduction de l'oxygène dans le réseau ZnO durant le recuit.  De ce fait, les couches ZnO:Al préparées sous des conditions optimales présentent une conductivité électrique la plus élevée avec une bonne transparence et une bonne homogénéité.
